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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の着色層と、第２の着色層と、平坦化膜と、透明導電膜と、を有する液晶表示装置
であって、
　前記第１の着色層は、前記第２の着色層の少なくとも一部と重なる第１の領域を有し、
　前記平坦化膜は、前記第１の着色層の上と、前記第２の着色層の上と、前記第１の領域
の上に設けられ、
　前記透明導電膜は、前記平坦化膜の上に設けられることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　第１の着色層と、第２の着色層と、平坦化膜と、透明導電膜と、画素部と、を有する液
晶表示装置であって、
　前記第１の着色層は、前記第２の着色層の少なくとも一部と重なる第１の領域を有し、
　前記平坦化膜は、前記第１の着色層の上と、前記第２の着色層の上と、前記第１の領域
の上に設けられ、
　前記透明導電膜は、前記平坦化膜の上に設けられ、
　前記画素部は、薄膜トランジスタと、ソース線と、を有し、
　前記ソース線は、前記薄膜トランジスタと電気的に接続され、
　前記ソース線の少なくとも一部は、前記第１の領域と重なる第２の領域を有することを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
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　請求項２において、
　前記画素部は、保持容量を有し、
　前記保持容量は、前記第１の領域と重なる第３の領域を有することを特徴とする液晶表
示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　配向膜を有し、
　前記配向膜は、前記透明導電膜の上に設けられることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項において、
　前記液晶表示装置は、駆動回路部を有し、
　前記第１の着色層は、前記第２の着色層の少なくとも一部と重なる第４の領域を有し、
　前記駆動回路部は、前記第４の領域と重なる第５の領域を有することを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項において、
　前記平坦化膜は、ポリイミドまたはアクリルまたはポリアミドまたはポリイミドアミド
またはＢＣＢのいずれかを用いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】
　第１の着色層と、第２の着色層と、平坦化膜と、透明導電膜と、を有する電気光学装置
であって、
　前記第１の着色層は、前記第２の着色層の少なくとも一部と重なる第１の領域を有し、
　前記平坦化膜は、前記第１の着色層の上と、前記第２の着色層の上と、前記第１の領域
の上に設けられ、
　前記透明導電膜は、前記平坦化膜の上に設けられることを特徴とする電気光学装置。
【請求項８】
　第１の着色層と、第２の着色層と、平坦化膜と、透明導電膜と、画素部と、を有する電
気光学装置であって、
　前記第１の着色層は、前記第２の着色層の少なくとも一部と重なる第１の領域を有し、
　前記平坦化膜は、前記第１の着色層の上と、前記第２の着色層の上と、前記第１の領域
の上に設けられ、
　前記透明導電膜は、前記平坦化膜の上に設けられ、
　前記画素部は、薄膜トランジスタと、ソース線と、を有し、
　前記ソース線は、前記薄膜トランジスタと電気的に接続され、
　前記ソース線の少なくとも一部は、前記第１の領域と重なる第２の領域を有することを
特徴とする電気光学装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記画素部は、保持容量を有し、
　前記保持容量は、前記第１の領域と重なる第３の領域を有することを特徴とする電気光
学装置。
【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれか一項において、
　配向膜を有し、
　前記配向膜は、前記透明導電膜の上に設けられることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれか一項において、
　前記液晶表示装置は、駆動回路部を有し、
　前記第１の着色層は、前記第２の着色層の少なくとも一部と重なる第４の領域を有し、
　前記駆動回路部は、前記第４の領域と重なる第５の領域を有することを特徴とする電気
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光学装置。
【請求項１２】
　請求項７乃至１１のいずれか一項において、
　前記平坦化膜は、ポリイミドまたはアクリルまたはポリアミドまたはポリイミドアミド
またはＢＣＢのいずれかを用いることを特徴とする電気光学装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本明細書の発明は薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で構成された回路を有する半
導体装置およびその製造方法に関する。例えば、液晶表示パネルに代表される電気光学装
置およびその様な電気光学装置を部品として搭載した電子機器に関する。
【０００２】
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。
【０００３】
【従来の技術】
近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百ｎｍ程度）を用い
て薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと呼ぶ）を構成する技術が注目されている。ＴＦＴは
ＩＣや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に液晶表示装置のスイッチ
ング素子として開発が急がれている。本明細書では、電気光学装置は表示装置と同義語で
ある。
【０００４】
液晶表示装置において、高品位な画像を得るために、画素電極をマトリクス状に配置し、
画素電極の各々に接続するスイッチング素子としてＴＦＴを用いたアクティブマトリクス
型液晶表示装置が注目を集めている。
【０００５】
アクティブマトリクス型液晶表示装置には大きく分けて透過型と反射型の二種類のタイプ
が知られている。
【０００６】
透過型の液晶表示装置は、バックライトを用い液晶の後方から光を発して、液晶の複屈折
性や旋光性を利用して、光の通り具合を調整し表示を行っている。また、透過型の液晶表
示装置は、モバイルコンピュータやビデオカメラ用の表示ディスプレイとしての需要がま
すます高まっている。
【０００７】
また、液晶表示装置においては、アモルファスシリコンまたはポリシリコンを半導体とし
たＴＦＴをマトリクス状に配置して、各ＴＦＴに接続された画素電極とソース線とゲート
線とがそれぞれ形成されたアクティブマトリクス基板と、これに対向配置された対向電極
を有する対向基板との間に液晶材料が挟持されている。また、カラー表示するためのカラ
ーフィルタは対向基板に貼りつけられている。そして、アクティブマトリクス基板と対向
基板にそれぞれ光シャッタとして偏光板を配置し、カラー画像を表示している。
【０００８】
このカラーフィルタは、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の着色層と、画素の間隙だけを覆
う遮光マスクとを有し、光を透過させることによって赤色、緑色、青色の光を抽出する。
遮光マスクは、画面をくっきりと見せるためのものである。この遮光マスクは、一般的に
金属膜（クロム等）または黒色顔料を含有した有機膜で構成されている。このカラーフィ
ルタは、画素に対応する位置に形成され、これにより画素ごとに取り出す光の色を変える
ことができる。なお、画素に対応した位置とは、画素電極と一致する位置を指す。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
カラーフィルタの遮光マスクとして金属膜を用いた従来の液晶表示装置では、他の配線と
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の寄生容量が形成され信号の遅延が生じやすいという問題が生じていた。また、環境を配
慮して非クロム系材料が注目されている。さらに、カラーフィルタの遮光マスクとして黒
色顔料を含有した有機膜を用いた場合には、製造工程が増加するという問題が生じていた
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、遮光マスク（ブラックマトリクス）を用いることなく、ＴＦＴ及び画素間を遮
光する画素構造を特徴としている。遮光する手段の一つとして、対向基板上に遮光部とし
て２層の着色層を積層した膜（赤色の着色層と青色の着色層との積層膜）を素子基板のＴ
ＦＴと重なるよう形成することを特徴としている。
【００１１】
本明細書では、「赤色の着色層」とは、着色層に照射された光の一部を吸収し、赤色の光
を抽出するものである。また、同様に「青色の着色層」とは、着色層に照射された光の一
部を吸収し、青色の光を抽出するものであり、「緑色の着色層」とは、着色層に照射され
た光の一部を吸収し、緑色の光を抽出するものである。
【００１２】
本明細書で開示する発明の構成は、
ＴＦＴと、
第１の着色層と第２の着色層の積層からなる遮光部を有し、
前記遮光部は、少なくとも前記ＴＦＴのチャネル形成領域と重なって形成されていること
を特徴とする電気光学装置である。結果として、ブラックマトリクスを形成する工程を省
略することができる。
【００１３】
また、他の発明の構成は、
複数の画素電極と、
第１の着色層と第２の着色層の積層からなる遮光部を有し、
前記遮光部は、任意の画素電極と、該画素電極と隣り合う画素電極との間に重なって形成
されていることを特徴とする電気光学装置である。結果として、ブラックマトリクスを形
成する工程を省略することができる。
【００１４】
また、上記各構成において、前記第１の着色層は青色であることを特徴としている。また
、前記第２の着色層は赤色である。
【００１５】
前記遮光部は、スイッチング素子が形成された基板に設けられていることを特徴とする電
気光学装置である。
【００１６】
また、上記各構成において、前記遮光部は、対向基板に設けられている。
【００１７】
また、上記各構成において、前記電気光学装置は、画素電極が透明導電膜からなる透過型
の液晶表示装置であることを特徴とする電気光学装置である。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本明細書の発明の実施形態について、以下に説明する。
【００１９】
図１に本発明の構成を示す。ここでは透過型の液晶表示装置を例にとり、以下に説明する
。
【００２０】
図１（Ａ）は、適宜、３色の着色層１１～１３を形成して、遮光部１５及び画素開口部１
７～１９を構成した一例を示している。一般に、着色層は顔料を分散した有機感光材料か
らなるカラーレジストを用いて形成される。
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【００２１】
遮光部１５は、画素と該画素に近接した各画素の間隙を遮光するように形成する。従って
、入射光は遮光部１５により吸収され観察者には、ほぼ黒色として認識される。また、遮
光部１５は、素子基板の画素ＴＦＴと重なるよう形成され、画素ＴＦＴを外部の光から遮
断する役目を果たしている。
【００２２】
遮光部１５は、青色の着色層１１と赤色の着色層１２とを積層して形成する。青色の着色
層は、着色層（Ｂ）１１および遮光部１５（Ｒ+Ｂ）に同時にパターニングする。また、
赤色の着色層は、着色層（Ｒ）１２および遮光部１５（Ｒ+Ｂ）に同時にパターニングす
る。
【００２３】
なお、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）中における遮光部及び画素開口部を鎖線（Ａ１－Ａ１’
）で切断した断面構造を示している。図１（Ｂ）は対向基板１０上に着色層（Ｇ）１３を
形成した後、着色層（Ｂ）１１と着色層（Ｒ）１２とを積層することにより、遮光部１５
（Ｒ＋Ｂ）と画素開口部（Ｂ）１７と画素開口部（Ｒ）１８と画素開口部（Ｇ）１９とを
形成した例である。よって、図１（Ｃ）では、対向基板１０上に着色層（Ｂ）１１が形成
された後、着色層（Ｒ）１２が形成される。さらに、平坦化膜１４で着色層を覆っている
。
【００２４】
また、青色の着色層（Ｂ）１１と赤色の着色層（Ｒ）１２との積層膜（遮光部１５）につ
いて、それぞれの透過率をある測定条件（白色光源（Ｄ６５）、視野角２°、対物レンズ
５倍）で測定した。その測定結果を表１に示す。
【００２５】
【表１】

【００２６】
また、表１をグラフにしたものが図３である。
【００２７】
表１及び図３で示されるように、Ｒ＋Ｂ（遮光部１５に相当）は可視光領域（４００～７
００ｎｍの波長域）で７％以下の透過率となり、十分に遮光マスクとして機能する。
【００２８】
また、着色層を３層重ねれば遮光性は増すが、３層重ねた分、凹凸が大きくなるため、基
板の平坦性が失われ、液晶層に乱れが生じてしまう。特に、強誘電性液晶のように、下地
の平坦性が配向の影響を及ぼす液晶材料には重要な問題である。しかし、本発明のように
着色層を２層重ねる程度であれば、基板の平坦性に液晶層にもほとんど影響ないレベルで
ある。
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【００２９】
このように本発明では２層の着色層からなる積層膜（Ｒ＋Ｂ）で遮光マスクを形成するこ
とを特徴としている。結果として、ブラックマトリクスを形成する工程を省略することが
でき、工程数が低減した。
【００３０】
ただし、図１（Ｂ）～図１（Ｃ）に示した断面図は一例であって、特に限定されず、例え
ば、図２（Ｂ）～図２（Ｃ）に示す構造を取ってもよい。図２（Ｂ）は対向基板２０上に
着色層（Ｇ）２３を形成した後、着色層（Ｒ）２２と着色層（Ｂ）２１とを積層すること
により、遮光部２５（Ｒ＋Ｂ）と画素開口部（Ｂ）２７と画素開口部（Ｒ）２８と画素開
口部（Ｇ）２９とを形成した例である。よって、図２（Ｃ）では、対向基板２０上に着色
層（Ｒ）２２が形成された後、着色層（Ｂ）２１が積層され、遮光部(Ｂ+Ｒ) ２５が形成
される。さらに、平坦化膜２４で着色層を覆っている。
【００３１】
また、画素電極間における配線と画素電極と着色層との位置関係を図４に示す。図４（Ａ
）は、図１に対応している。図４（Ａ）は、画素電極５１と画素電極５２との間を遮光す
るように、ソース配線５０上方で着色層（Ｂ）５８の端部と一部が重なるように着色層（
Ｒ）５９を形成している例である。着色層（Ｂ）５８と着色層（Ｒ）５９との重なり部が
ソース配線５０の上方に設けられればよい。なお、図４（Ａ）中において５３と５５は配
向膜、５４は液晶、５６は対向電極、５７は平坦化膜である。
【００３２】
図４（Ｂ）に示すような構造としてもよい。図４（Ｂ）は、図２に対応している。図４（
Ｂ）は、画素電極６１と画素電極６２との間を遮光するように、ソース配線６０上方で着
色層（Ｒ）６９の端部と一部が重なるように着色層（Ｂ）６８を形成している例である。
【００３３】
なお、図４（Ａ）（Ｂ）に示した例に限定されることなく、２層の着色層のパターニング
により形成される遮光部（重ね合わせ部）を拡大して、ソース配線の周辺部にも遮光部を
設けてもよい。この遮光部を用いることにより、ソースライン反転駆動時に生じる光漏れ
が隠され、コントラストが向上する。
【００３４】
また、画素開口部１７～１９を通過した光は、単層の着色層１１～１３によりそれぞれ対
応する色に着色されて観測者に認識される。なお、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）中における
画素開口部を鎖線（Ａ１－Ａ１’）で切断した断面構造を示している。図１（Ｃ）に示す
ように、対向基板１０上に単層の着色層１１～１２が順次形成されており、さらに、これ
らの着色層１１～１２を覆う平坦化膜１４が形成されている。
【００３５】
画素開口部においては、図１７に示した従来の単層の透過率の結果のように、青色の着色
層は４５０ｎｍ付近で８５％を越える透過率を示している。また、緑色の着色層は５３０
ｎｍ付近で８０％を越える透過率を示している。また、赤色の着色層は６００～８００ｎ
ｍで９０％を越える透過率を示している。
【００３６】
ここでは透過型の液晶表示装置の例であるので、画素開口部１７～１９に入射した光は、
画素電極と液晶層とを通過して、単層の着色層１１～１３をそれぞれ通過した後、それぞ
れの色の光が抽出され、観察者に認識される。
【００３７】
また、着色層１１～１３には、最も単純なストライプパターンをはじめとして、斜めモザ
イク配列、三角モザイク配列、ＲＧＢＧ四画素配列、もしくはＲＧＢＷ四画素配列などを
用いることができる。
【００３８】
以上の構成でなる本明細書の発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明
を行うこととする。
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【００３９】
【実施例】
［実施例１］
以下、本発明の一実施例をアクティブマトリクス型液晶表示装置に用いる対向基板の製造
を例にとって説明する。図１は本発明に従って形成された着色層を備えた対向基板を模式
的に示す図である。
【００４０】
まず、透光性を有する対向基板１０にはコーニング社の＃７０５９ガラスや＃１７３７ガ
ラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラ
ス基板を用意する。その他に、石英基板、プラスチック基板などの透光性基板を使用する
こともできる。
【００４１】
次いで、対向基板１０上に有機感光材料（ＣＲＹ－８０００：富士フィルムオーリン社製
のCOLOR MOSAIC）を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図１（
Ａ）に示すように格子状にパターニングして緑色の着色層（Ｇ）１３を形成する。なお、
緑色の着色層（Ｇ）１３については、この領域が緑色の画素開口部１９となる。
【００４２】
次いで、所定の位置に有機感光材料（ＣＧＹ－８０００：富士フィルムオーリン社製のCO
LOR MOSAIC）を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図１（Ａ）
に示すようにパターニングして青色の着色層（Ｂ）１１を所定の位置に形成する。
【００４３】
次いで、所定の位置に有機感光材料（ＣＭ－８０００：富士フィルムオーリン社製のCOLO
R MOSAIC）を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図１（Ａ）に
示した形状にパターニングして青色の着色層（Ｂ）１１を形成する。図１に示すように、
この青色の着色層（Ｂ）１１が、赤色の着色層（Ｒ）１２と一部重なり遮光部１５を形成
する。この遮光部１５が少なくとも、画素TFT及び、ゲート配線（図示は省略）、ソース
配線（図示は省略）と重なるようにマスクの設計が行わている。一方、図１（Ｂ）に示す
ように、青色の着色層（Ｂ）１１のうち、赤色の着色層（Ｒ）１２と重なっていない領域
が青色の画素開口部（Ｂ）１７となる。また、赤色の着色層（Ｒ）１２のうち、青色の着
色層（Ｂ）１１と重なっていない領域が赤色の画素開口部（Ｒ）１８となる。
【００４４】
なお、遮光部１５は、ＴＦＴが設けられた素子基板と貼り合わせた時にＴＦＴのチャネル
形成領域と重なるように形成する。
【００４５】
こうして３回のフォトリソグラフィ法で画素開口部１７～１９と、遮光部１５とを形成す
ることができる。
【００４６】
次いで、各着色層を覆う平坦化膜１４を形成する。着色層が単層である領域と着色層が２
層重なっている領域とで１～１．５μｍ程度の段差が生じるため、この平坦化膜１４とし
ては１μｍ以上、好ましくは２μｍの膜厚を必要とする。この平坦化膜１４としては透光
性を有する有機物、例えば、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、Ｂ
ＣＢ（ベンゾシクロブテン）等の有機樹脂材料を用いることができる。ただし、平坦性が
問題にならないのであれば、この平坦化膜を設ける必要はない。
【００４７】
なお、本実施例では有機感光材料を塗布して、フォトリソグラフィ法により、所望の形状
にパターニングして各着色層１１～１３を形成したが、特に上記製造方法に限定されない
ことは言うまでもない。
【００４８】
この後、図示しないが、平坦化膜上に透明導電膜からなる対向電極を形成し、さらにその
上に液晶材料を配向させるための配向膜を形成し、さらに必要があれば配向処理を施す。
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【００４９】
こうして得られた対向基板を用いて、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を製造する
。
【００５０】
［実施例２］
実施例１では、緑色の着色層（Ｇ）１３、青色の着色層（Ｂ）１１、赤色の着色層（Ｒ）
１２と順次形成した例を示したが、本実施例は実施例１と異なる順序で着色層を形成する
例を以下に示す。
【００５１】
図２（Ａ）は、まず、着色層（Ｇ）２３を形成し、着色層（Ｒ）２２と着色層（Ｂ）２１
とを積層した例である。なお、図２（Ｂ）は図２（Ａ）中の鎖線Ａ３－Ａ３’で切断した
断面図に対応し、図２（Ｃ）は図２（Ａ）中の鎖線Ａ４－Ａ４’で切断した断面図に対応
している。
【００５２】
対向基板２０には実施例１で用いた基板を使用する。
【００５３】
まず、対向基板２０上に有機感光材料（ＣＲＹ－８０００：富士フィルムオーリン社製の
COLOR MOSAIC）を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図２（Ａ
）に示すように格子状にパターニングして緑色の着色層（Ｒ）２３を形成する。なお、緑
色の着色層（Ｇ）２３については、この領域が緑色の画素開口部２９となる。
【００５４】
次いで、所定の位置に有機感光材料（ＣＧＹ－８０００：富士フィルムオーリン社製のCO
LOR MOSAIC）を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図２（Ａ）
に示すようにパターニングして赤色の着色層（Ｒ）２２を所定の位置に形成する。
【００５５】
次いで、所定の位置に有機感光材料（ＣＭ－８０００：富士フィルムオーリン社製のCOLO
R MOSAIC）を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図２（Ａ）に
示した形状にパターニングして青色の着色層（Ｂ）２１を形成する。図２（Ｂ）及び図２
（Ａ）に示すように、この赤色の着色層（Ｒ）２２は、青色の着色層（Ｂ）２１と一部重
なり遮光部２５を形成する。一方、図２（Ｂ）に示すように、青色の着色層（Ｂ）２１の
うち、赤色の着色層（Ｒ）２２と重なっていない領域が青色の画素開口部（Ｂ）２７とな
る。また、赤色の着色層（Ｒ）２２のうち、青色の着色層（Ｒ）２１と重なっていない領
域が赤色の画素開口部（Ｒ）２８となる。
【００５６】
なお、遮光部２５は、ＴＦＴが設けられたアクティブマトリクス基板と貼り合わせた時に
ＴＦＴのチャネル形成領域と重なるように形成する。
【００５７】
こうして３回のフォトリソグラフィ法で画素開口部２７～２９と、遮光部２５とを形成す
ることができる。
【００５８】
次いで、各着色層を覆う平坦化膜２４を形成する。着色層が単層である領域と着色層が２
層重なっている領域とで１～１．５μｍ程度の段差が生じるため、この平坦化膜２４とし
ては１μｍ以上、好ましくは２μｍの膜厚を必要とする。この平坦化膜２４としては透光
性を有する有機物、例えば、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、Ｂ
ＣＢ（ベンゾシクロブテン）等の有機樹脂材料を用いることができる。ただし、平坦性が
問題にならないのであれば、この平坦化膜を設ける必要はない。
【００５９】
なお、本実施例では有機感光材料を塗布して、フォトリソグラフィ法により、所望の形状
にパターニングして各着色層２１～２３を形成したが、特に上記製造方法に限定されない
ことは言うまでもない。
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【００６０】
この後、図示しないが、平坦化膜上に透明導電膜からなる対向電極を形成し、さらにその
上に液晶を配向させるための配向膜を形成し、さらに必要があれば配向処理を施す。
【００６１】
こうして得られた対向基板を用いて、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を製造する
。
【００６２】
[実施例３]
本実施例ではアクティブマトリクス基板の製造方法について図５～図１１を用いて説明す
る。
【００６３】
本実施例では実施例１または実施例２で得られた対向基板と貼り合わせるアクティブマト
リクス基板（素子基板とも言う）を製造する方法について説明する。ここでは、同一基板
上に画素部と、画素部の周辺に設ける駆動回路のＴＦＴ（ｎチャネル型ＴＦＴ及びｐチャ
ネル型ＴＦＴ）を同時に製造する方法について詳細に説明する。
【００６４】
まず、本実施例ではコーニング社の＃７０５９ガラスや＃１７３７ガラスなどに代表され
るバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基
板４００を用いる。なお、基板４００としては、石英基板を用いても良い。また、本実施
例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。透明性を有す
る基板であれば特に限定されない。
【００６５】
次いで、図５（Ａ）に示すように、基板４００上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜また
は酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜から成る下地膜４０１を形成する。本実施例では下地
膜４０１として２層構造を用いるが、前記絶縁膜の単層膜または２層以上積層させた構造
を用いても良い。下地膜４０１の一層目としては、プラズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4、
ＮＨ3、及びＮ2Ｏを反応ガスとして成膜される酸化窒化シリコン膜４０１ａを１０～２０
０nm（好ましくは５０～１００nm）形成する。本実施例では、膜厚５０ｎｍの酸化窒化シ
リコン膜４０１ａ（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝２７％、Ｎ＝２４％、Ｈ＝１７％）を形成
した。次いで、下地膜４０１の２層目としては、プラズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4、及
びＮ2Ｏを反応ガスとして成膜される酸化窒化シリコン膜４０１ｂを５０～２００ｎｍ（
好ましくは１００～１５０nm）の厚さに積層形成する。本実施例では、膜厚１００ｎｍの
酸化窒化シリコン膜４０１ｂ（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）
を形成した。
【００６６】
次いで、下地膜上に半導体層４０２～４０６を形成する。半導体層４０２～４０６は、非
晶質構造を有する半導体膜を公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣ
ＶＤ法等）により成膜した後、公知の結晶化処理（レーザー結晶化法、熱結晶化法、また
はニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等）を行って得られた結晶質半導体膜を所望の
形状にパターニングして形成する。この半導体層４０２～４０６の厚さは２５～８０ｎｍ
（好ましくは３０～６０ｎｍ）の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが
、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）合金などで形成すると良
い。本実施例では、プラズマＣＶＤ法を用い、５５ｎｍの非晶質シリコン膜を成膜した後
、ニッケルを含む溶液を非晶質シリコン膜上に保持させた。この非晶質シリコン膜に脱水
素化（５００℃、１時間）を行った後、熱結晶化（５５０℃、４時間）を行い、さらに結
晶化を改善するためのレーザーアニ―ル処理を行って結晶質シリコン膜を形成した。そし
て、この結晶質シリコン膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によって、
半導体層４０２～４０６を形成した。
【００６７】
また、半導体層４０２～４０６を形成した後、ＴＦＴのしきい値を制御するために微量な
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不純物元素（ボロンまたはリン）のドーピングを行ってもよい。
【００６８】
また、レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製する場合には、パルス発振型または連続
発光型のエキシマレーザーやＹＡＧレーザー、ＹＶＯ4レーザーを用いることができる。
これらのレーザーを用いる場合には、レーザー発振器から放射されたレーザー光を光学系
で線状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選
択するものであるが、エキシマレーザーを用いる場合はパルス発振周波数３０Ｈｚとし、
レーザーエネルギー密度を１００～４００mJ/cm2(代表的には２００～３００mJ/cm2)とす
る。また、ＹＡＧレーザーを用いる場合にはその第２高調波を用いパルス発振周波数１～
１０ｋＨｚとし、レーザーエネルギー密度を３００～６００mJ/cm2(代表的には３５０～
５００mJ/cm2)とすると良い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状
に集光したレーザー光を基板全面に渡って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合わせ
率（オーバーラップ率）を８０～９８％として行えばよい。
【００６９】
次いで、半導体層４０２～４０６を覆うゲート絶縁膜４０７を形成する。ゲート絶縁膜４
０７はプラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、厚さを４０～１５０ｎｍとしてシリコ
ンを含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマＣＶＤ法により１１０ｎｍの厚さで
酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）で形成し
た。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシリコンを
含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。
【００７０】
また、酸化シリコン膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法でＴＥＯＳ（Tetraethyl Ort
hosilicate）とＯ2とを混合し、反応圧力４０Pa、基板温度３００～４００℃とし、高周
波（１３．５６MHz）電力密度０．５～０．８W/cm2で放電させて形成することができる。
このようにして作製される酸化シリコン膜は、その後４００～５００℃の熱アニールによ
りゲート絶縁膜として良好な特性を得ることができる。
【００７１】
次いで、ゲート絶縁膜４０７上に膜厚２０～１００ｎｍの第１の導電膜４０８と、膜厚１
００～４００ｎｍの第２の導電膜４０９とを積層形成する。本実施例では、膜厚３０ｎｍ
のＴａＮ膜からなる第１の導電膜４０８と、膜厚３７０ｎｍのＷ膜からなる第２の導電膜
４０９を積層形成した。ＴａＮ膜はスパッタ法で形成し、Ｔａのターゲットを用い、窒素
を含む雰囲気内でスパッタした。また、Ｗ膜は、Ｗのターゲットを用いたスパッタ法で形
成した。その他に六フッ化タングステン（ＷＦ6）を用いる熱ＣＶＤ法で形成することも
できる。いずれにしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、
Ｗ膜の抵抗率は２０μΩｃｍ以下にすることが望ましい。Ｗ膜は結晶粒を大きくすること
で低抵抗率化を図ることができるが、Ｗ膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶
化が阻害され高抵抗化する。従って、本実施例では、高純度のＷ（純度９９．９９９９％
）のターゲットを用いたスパッタ法で、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がない
ように十分配慮してＷ膜を形成することにより、抵抗率９～２０μΩｃｍを実現すること
ができた。
【００７２】
なお、本実施例では、第１の導電膜４０８をＴａＮ、第２の導電膜４０９をＷとしたが、
特に限定されず、いずれもＴａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕから選ばれた元素、または
前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の
不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜を用いてもよい。ま
た、ＡｇＰｄＣｕ合金を用いてもよい。また、第１の導電膜をタンタル（Ｔａ）膜で形成
し、第２の導電膜をＷ膜とする組み合わせ、第１の導電膜を窒化チタン（ＴｉＮ）膜で形
成し、第２の導電膜をＷ膜とする組み合わせ、第１の導電膜を窒化タンタル（ＴａＮ）膜
で形成し、第２の導電膜をＡｌ膜とする組み合わせ、第１の導電膜を窒化タンタル（Ｔａ
Ｎ）膜で形成し、第２の導電膜をＣｕ膜とする組み合わせとしてもよい。
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【００７３】
次に、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク４１０～４１５を形成し、
電極及び配線を形成するための第１のエッチング処理を行う。第１のエッチング処理では
第１及び第２のエッチング条件で行う。本実施例では第１のエッチング条件として、ＩＣ
Ｐ（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用い、エッチン
グ用ガスにＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用い、それぞれのガス流量比を２５／２５／１０（ｓ
ｃｃｍ）とし、１Paの圧力でコイル型の電極に５００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入し
てプラズマを生成してエッチングを行った。ここでは、松下電器産業（株）製のＩＣＰを
用いたドライエッチング装置（Model　Ｅ６４５－□ＩＣＰ）を用いた。基板側（試料ス
テージ）にも１５０WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧
を印加する。この第１のエッチング条件によりＷ膜をエッチングして第１の導電層の端部
をテーパー形状とする。
【００７４】
この後、レジストからなるマスク４１０～４１５を除去せずに第２のエッチング条件に変
え、エッチング用ガスにＣＦ4とＣｌ2とを用い、それぞれのガス流量比を３０／３０（ｓ
ｃｃｍ）とし、１Paの圧力でコイル型の電極に５００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入し
てプラズマを生成して約３０秒程度のエッチングを行った。基板側（試料ステージ）にも
２０WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。Ｃ
Ｆ4とＣｌ2を混合した第２のエッチング条件ではＷ膜及びＴａＮ膜とも同程度にエッチン
グされる。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、１０～
２０％程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。
【００７５】
上記第１のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすること
により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第１の導電層及び第２の導電層の端
部がテーパー形状となる。このテーパー部の角度は１５～４５°となる。こうして、第１
のエッチング処理により第１の導電層と第２の導電層から成る第１の形状の導電層４１７
～４２２（第１の導電層４１７ａ～４２２ａと第２の導電層４１７ｂ～４２２ｂ）を形成
する。４１６はゲート絶縁膜であり、第１の形状の導電層４１７～４２２で覆われない領
域は２０～５０nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。
【００７６】
そして、レジストからなるマスクを除去せずに第１のドーピング処理を行い、半導体層に
ｎ型を付与する不純物元素を添加する。（図５（Ｂ））ドーピング処理はイオンドープ法
、若しくはイオン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドーズ量を１×１０13～
５×１０15atoms/cm2とし、加速電圧を６０～１００ｋｅＶとして行う。本実施例ではド
ーズ量を１．５×１０15atoms/cm2とし、加速電圧を８０ｋｅＶとして行った。ｎ型を付
与する不純物元素として１５族に属する元素、典型的にはリン（Ｐ）または砒素（Ａｓ）
を用いるが、ここではリン（Ｐ）を用いた。この場合、導電層４１７～４２１がｎ型を付
与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に高濃度不純物領域４２３～４２７
が形成される。高濃度不純物領域４２３～４２７には１×１０20～１×１０21atoms/cm3

の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加する。
【００７７】
次いで、レジストからなるマスクを除去せずに第２のエッチング処理を行う（図５（Ｃ）
）。ここでは、エッチングガスにＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用い、Ｗ膜を選択的にエッチン
グする。この時、第２のエッチング処理により第１の導電層４２８ｂ～４３３ｂを形成す
る。一方、第２の導電層４１７ａ～４２２ａは、ほとんどエッチングされず、第２の導電
層４２８ａ～４３３ａを形成する。次いで、第２のドーピング処理を行って図５（Ｃ）の
状態を得る。ドーピングは第２の導電層４１７ａ～４２２ａを不純物元素に対するマスク
として用い、第１の導電層のテーパー部下方の半導体層に不純物元素が添加されるように
ドーピングする。こうして、第１の導電層と重なる不純物領域４３４～４３８を形成する
。この不純物領域へ添加されたリン（Ｐ）の濃度は、第１の導電層のテーパー部の膜厚に
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従って緩やかな濃度勾配を有している。なお、第１の導電層のテーパー部と重なる半導体
層において、第１の導電層のテーパー部の端部から内側に向かって若干、不純物濃度が低
くなっているものの、ほぼ同程度の濃度である。また、第１の不純物領域４２３～４２７
にも不純物元素が添加され、不純物領域４３９～４４３を形成する。
【００７８】
次いで、レジストからなるマスクを除去せずに、図６（Ａ）のように第３のエッチング処
理を行う。この第３のエッチング処理では第１の導電層のテーパー部を部分的にエッチン
グして、半導体層と重なる領域を縮小するために行われる。第３のエッチングは、エッチ
ングガスにＣＨＦ3を用い、反応性イオンエッチング法（ＲＩＥ法）を用いて行う。第３
のエッチングにより、第１の導電層４４４～４４９が形成される。この時、同時に絶縁膜
４１６もエッチングされて、絶縁膜４５０ａ～ｄ、４５１が形成される。
【００７９】
上記第３のエッチングによって、第１の導電層４４４～４４８と重ならない不純物領域（
ＬＤＤ領域）４３４ａ～４３８ａが形成される。なお、不純物領域（ＧＯＬＤ領域）４３
４ｂ～４３８ｂは、第１の導電層４４４～４４８と重なったままである。
【００８０】
このようにすることで、本実施例は、第１の導電層４４４～４４８と重なる不純物領域（
ＧＯＬＤ領域）４３４ｂ～４３８ｂにおける不純物濃度と、第１の導電層４４４～４４８
と重ならない不純物領域（ＬＤＤ領域）４３４ａ～４３８ａにおける不純物濃度との差を
小さくすることができ、信頼性を向上させることができる。
【００８１】
次いで、図６（Ｂ）のようにレジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストから
なるマスク４５２～４５４を形成して第３のドーピング処理を行う。この第３のドーピン
グ処理により、ｐチャネル型ＴＦＴの活性層となる半導体層に前記一導電型とは逆の導電
型を付与する不純物元素が添加された不純物領域４５５～４６０を形成する。第２の導電
層４２８ａ～４３２ａを不純物元素に対するマスクとして用い、ｐ型を付与する不純物元
素を添加して自己整合的に不純物領域を形成する。本実施例では、不純物領域４５５～４
６０はジボラン（Ｂ2Ｈ6）を用いたイオンドープ法で形成する。この第３のドーピング処
理の際には、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する半導体層はレジストからなるマスク４５２～
４５４で覆われている。第１のドーピング処理及び第２のドーピング処理によって、不純
物領域４５５～４６０にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのいずれの
領域においてもｐ型を付与する不純物元素の濃度を２×１０20～２×１０21atoms/cm3と
なるようにドーピング処理することにより、ｐチャネル型ＴＦＴのソース領域およびドレ
イン領域として機能するために何ら問題は生じない。本実施例では、ｐチャネル型ＴＦＴ
の活性層となる半導体層の一部が露呈しているため、不純物元素（ボロン）を添加しやす
い利点を有している。
【００８２】
以上までの工程でそれぞれの半導体層に不純物領域が形成される。
【００８３】
次いで、レジストからなるマスク４５２～４５４を除去して第１の層間絶縁膜４６１を形
成する。この第１の層間絶縁膜４６１としては、プラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用
い、厚さを１００～２００ｎｍとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。本実施例では、
プラズマＣＶＤ法により膜厚１５０ｎｍの酸化窒化シリコン膜を形成した。勿論、第１の
層間絶縁膜４６１は酸化窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシリコンを含む絶
縁膜を単層または積層構造として用いても良い。
【００８４】
次いで、図６（Ｃ）に示すように、それぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化
処理する工程を行う。この活性化工程はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行
う。熱アニール法としては、酸素濃度が１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下の窒
素雰囲気中で４００～７００℃、代表的には５００～５５０℃で行えばよく、本実施例で
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は５５０℃、４時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザ
ーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法（ＲＴＡ法）を適用することができる
。
【００８５】
なお、本実施例では、上記活性化処理と同時に、結晶化の際に触媒として使用したニッケ
ルが高濃度のリンを含む不純物領域４３９、４４１、４４２、４５５、４５８にゲッタリ
ングされ、主にチャネル形成領域となる半導体層中のニッケル濃度が低減される。このよ
うにして作製したチャネル形成領域を有するＴＦＴはオフ電流値が下がり、結晶性が良い
ことから高い電界効果移動度が得られ、良好な特性を達成することができる。
【００８６】
また、第１の層間絶縁膜を形成する前に活性化処理を行っても良い。ただし、用いた配線
材料が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜（シリコン
を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜）を形成した後で活性化処理を行うことが好ま
しい。
【００８７】
また、上記活性化処理後での画素部における上面図を図７に示す。なお、図５及び図６に
対応する部分には同じ符号を用いている。図６中の鎖線Ｃ－Ｃ’は図７中の鎖線Ｃ―Ｃ’
で切断した断面図に対応している。また、図６中の鎖線Ｄ－Ｄ’は図７中の鎖線Ｄ―Ｄ’
で切断した断面図に対応している。
【００８８】
さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～５５０℃で１～１２時間の熱処
理を行い、半導体層を水素化する工程を行う。本実施例では水素を約３％の含む窒素雰囲
気中で４１０℃、１時間の熱処理を行った。この工程は層間絶縁膜に含まれる水素により
半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズ
マ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。
【００８９】
また、活性化処理としてレーザーアニール法を用いる場合には、上記水素化を行った後、
エキシマレーザーやＹＡＧレーザー等のレーザー光を照射することが望ましい。
【００９０】
有機樹脂からなる第２の層間絶縁膜４６２、各半導体層に接続される配線４６３～４７１
、４７９を形成し、その後、フォトマスクを用いたパターニング処理により、透明導電膜
４７２を全面に形成し、図８の状態を得ることができる。
【００９１】
透明導電膜の材料は、酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）や酸化インジウム酸化スズ合金（Ｉｎ

2Ｏ3―ＳｎＯ2；ＩＴＯ膜）などをスパッタ法や真空蒸着法などを用いて形成して用いる
ことができる。このような材料のエッチング処理は塩酸系の溶液により行う。しかし、特
にＩＴＯ膜のエッチングは残渣が発生しやすいので、エッチング加工性を改善するために
酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）を用いても良い。酸化インジウム酸化
亜鉛合金は表面平滑性に優れ、ＩＴＯ膜に対して熱安定性にも優れているので、ドレイン
配線と容量接続配線にＡｌを用いても、表面で接触するＡｌとの腐蝕反応を防止できる。
同様に、酸化亜鉛（ＺｎＯ）も適した材料であり、さらに可視光の透過率や導電率を高め
るためにガリウム（Ｇａ）を添加した酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）などを用いることができ
る。
【００９２】
以上の様にして、ｎチャネル型ＴＦＴ３０１、ｐチャネル型ＴＦＴ３０２、ｎチャネル型
ＴＦＴ３０３を有する駆動回路３０６と、画素ＴＦＴ３０４、保持容量３０５とを有する
画素部３０７を同一基板上に形成することができる。本明細書中ではこのような基板を便
宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。
【００９３】
駆動回路３０６のｎチャネル型ＴＦＴ３０１はチャネル形成領域４７２、ゲート電極を形
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成する第２の形状の導電層４２８と重なる不純物領域４３４ｂ（ＧＯＬＤ領域）、ゲート
電極の外側に形成される不純物領域４３４ａ（ＬＤＤ領域）とソース領域またはドレイン
領域として機能する不純物領域４３９を有している。ｐチャネル型ＴＦＴ３０２にはチャ
ネル形成領域４７３、ゲート電極を形成する第２の形状の導電層４２９と重なる不純物領
域４５７、ゲート電極の外側に形成される不純物領域４５６、ソース領域またはドレイン
領域として機能する不純物領域４５５を有している。ｎチャネル型ＴＦＴ３０３にはチャ
ネル形成領域４７４、ゲート電極を形成する第２の形状の導電層４３０と重なる不純物領
域４３６ｂ（ＧＯＬＤ領域）、ゲート電極の外側に形成される不純物領域４３６ａ（ＬＤ
Ｄ領域）とソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域４４１を有している
。
【００９４】
画素部の画素ＴＦＴ３０４にはチャネル形成領域４７５、ゲート電極を形成する第２の形
状の導電層４３１と重なる不純物領域４３７ｂ（ＧＯＬＤ領域）、ゲート電極の外側に形
成される不純物領域４３７ａ（ＬＤＤ領域）とソース領域またはドレイン領域として機能
する不純物領域４４２を有している。また、保持容量３０５の一方の電極として機能する
半導体層４５８～４６０には不純物領域と同じ濃度で、それぞれｐ型を付与する不純物元
素が添加されている。保持容量３０５は、絶縁膜（ゲート絶縁膜と同一膜）を誘電体とし
て、電極４３２ｂ，４４８と、半導体層４５８～４６０とで形成している。
【００９５】
本実施例で製造するアクティブマトリクス基板の画素部の上面図を図９に示す。なお、図
５～図８に対応する部分には同じ符号を用いている。図９中の鎖線Ａ－Ａ’は図８中の鎖
線Ａ―Ａ’で切断した断面図に対応している。また、図９中の鎖線Ｂ－Ｂ’は図８中の鎖
線Ｂ―Ｂ’で切断した断面図に対応している。
【００９６】
このように、本実施例の画素構造を有するアクティブマトリクス基板は、一部がゲート電
極の機能を果たす電極４３１ｂ，４４７とゲート配線４７０とを異なる層に形成し、ゲー
ト配線４７０で半導体層を遮光することを特徴としている。
【００９７】
また、本実施例の画素構造は、ブラックマトリクスを用いることなく、画素電極間の隙間
が遮光されるように、画素電極の端部をソース配線と重なるように形成する。
【００９８】
また、本実施例で示す工程に従えば、アクティブマトリクス基板の製造に必要なフォトマ
スクの数を６枚（半導体層パターンマスク、第１配線パターンマスク（電極４３１ｂ，４
４７、電極４３２ｂ，４４８、ソース配線４３３ｂ，４４９を含む）、ｐ型ＴＦＴのソー
ス領域及びドレイン領域形成のパターンマスク、コンタクトホール形成のパターンマスク
、第２配線パターンマスク（接続電極４６７、接続電極４６９、ゲート配線４７０、接続
電極４７１、接続電極４７９を含む）、画素電極パターンマスク）とすることができる。
その結果、工程を短縮し、製造コストの低減及び歩留まりの向上に寄与することができる
。
【００９９】
また、本実施例で製造したアクティブマトリクス基板を用いて実施例１、実施例２、実施
例４～８の工程に従えば、液晶表示装置が得られる。
【０１００】
[実施例４]
本実施例では、実施例３で製造したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリク
ス型液晶表示装置を製造する工程を以下に説明する。説明には図１０を用いる。
【０１０１】
まず、実施例３に従い、図８の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図９に示すよ
うにアクティブマトリクス基板上に配向膜１０１を形成し配向処理を行う。なお、本実施
例では配向膜１０１を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターニングする
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ことによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ１０２を所望の位置に形成した。
また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。
【０１０２】
次いで、対向基板１０３を用意する。対向基板１０３上に第１の着色層１０４、第２の着
色層１０５、平坦化膜１０６を形成した。実施例１に従い、第１の着色層１０４として着
色層（Ｂ）、第２の着色層１０５として着色層（Ｒ）を用いた。第１の着色層１０４と第
２の着色層１０５とを一部重ねて、遮光部を形成した。
【０１０３】
次いで、対向電極１０７を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜１０８を形成し、配
向処理を施した。
【０１０４】
そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール
剤１０９で貼り合わせる。シール剤１０９にはフィラーが混入されていて、このフィラー
と柱状スペーサ１０２によって均一な間隔を持って２枚の基板が貼り合わせられる。その
後、両基板の間に液晶材料を注入し、２枚の基板にはさまれた液晶層１１０を形成する。
次いで、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料には公知の液晶材料を用
いれば良い。このようにして図１０に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成す
る。
【０１０５】
本実施例では、実施例３に示す基板を用いている。従って、実施例３の画素部の上面図を
示す図９では、少なくともゲート配線４７０と画素電極４７２の間隙（ゲート配線４７０
と接続電極４６９の間隙と、接続電極４７９とゲート配線４７０の間隙と、画素電極４７
２と接続電極４６９の間隙とを含む）、ソース配線４３３ｂ，４４９と半導体層４７４の
間隙（ゲート配線４７０とソース配線４３３ｂ，４４９の間隙を含む）と、ソース配線４
７３と半導体層４７４の間隙とを遮光する必要がある。本実施例では、それらの遮光すべ
き位置に遮光部が重なるように対向基板を貼り合わせた。
【０１０６】
なお、図１１に完成した液晶表示装置の画素部の一部を示す簡略図を示す。図１１では、
鎖線で示した画素電極４７２上に着色層（Ｒ）１２が重なるように形成されている。なお
、図１１において、図１（Ａ）に対応する部分は同じ符号を用いた。また、画素電極４７
２と隣り合う画素電極４７５との間は、遮光部１５で遮光されている。この遮光部１５は
着色層（Ｂ）１１と着色層（Ｒ）１２とを重ねて形成されている。また、この遮光部１５
は隣りの画素（Ｇ）の画素ＴＦＴも遮光している。同時に、ソース配線４３３ｂ，４４９
も重なる着色層（Ｂ）１１と着色層（Ｒ）１２とが重なるようにパターニングを行い、遮
光部１５が形成されている。
【０１０７】
このように、ブラックマスクを形成することなく、各画素間の隙間を遮光部１５で遮光す
ることによって工程数の低減を可能とした。
【０１０８】
本実施例では、第１の着色層１０４として着色層（Ｂ）、第２の着色層１０５として着色
層（Ｒ）を用いたが、第１の着色層１０４として着色層（Ｒ）、第２の着色層１０５とし
て着色層（Ｂ）を用いてもよい。
【０１０９】
[実施例５]
実施例４を用いて得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置（図１０）の構成を図１
２の上面図を用いて説明する。なお、図１０と対応する部分には同じ符号を用いた。
【０１１０】
図１２で示す上面図は、画素部、駆動回路、ＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板：Flex
ible Printed Circuit）を貼り付ける外部入力端子２０３、外部入力端子と各回路の入力
部までを接続する配線２０４などが形成されたアクティブマトリクス基板２０１と、着色
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層などが形成された対向基板２０２とがシール剤１０８を介して貼り合わされている。
【０１１１】
ゲート配線側駆動回路２０５とソース配線側駆動回路２０６の上面には対向基板側に赤色
のカラーフィルタまたは赤色と青色の着色層を積層させた遮光部２０７が形成されている
。また、画素部３０７上の対向基板側に形成された着色層２０８は赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ
）、青色（Ｂ）の各色の着色層が各画素に対応して設けられている。実際の表示に際して
は、赤色（Ｒ）の着色層、緑色（Ｇ）の着色層、青色（Ｂ）の着色層の３色でカラー表示
を形成するが、これら各色の着色層の配列は任意なものとする。
【０１１２】
図１３（Ａ）は、図１２で示す外部入力端子２０３のＥ－Ｅ'線に対する断面図を示して
いる。外部入力端子はアクティブマトリクス基板側に形成され、層間容量や配線抵抗を低
減し、断線による不良を防止するために配線２０９によって層間絶縁膜２１０を介してゲ
ート配線と同じ層で形成される配線２１１と接続する。配線２０９上には実施例４中の透
明導電膜のパターニングよって形成された透明導電膜２１７が設けられている。
【０１１３】
また、外部入力端子にはベースフィルム２１２と配線２１３から成るＦＰＣが異方性導電
性樹脂２１４で貼り合わされている。さらに補強板２１５で機械的強度を高めている。
【０１１４】
図１３（Ｂ）はその詳細図を示し、図１３（Ａ）で示す外部入力端子の断面図を示してい
る。アクティブマトリクス基板側に設けられる外部入力端子が第１の電極及びソース配線
と同じ層で形成される配線２１１と、画素電極と同じ層で形成される配線２０９とから形
成されている。勿論、これは端子部の構成を示す一例であり、どちらか一方の配線のみで
形成しても良い。例えば、第１の電極及びソース配線と同じ層で形成される配線２１１で
形成する場合にはその上に形成されている層間絶縁膜を除去する必要がある。配線２０９
は、Ｔｉ膜２０９ａ、合金膜（ＡｌとＴｉとの合金膜）２０９ｂ、Ｔｉ膜２０９ｃの３層
構造で形成されている。さらに、Ｔｉ膜２０９ａ上には、電気伝導性を高めるために透明
導電膜２１７が設けられている。ＦＰＣはベースフィルム２１２と配線２１３から形成さ
れ、この配線２１３と透明導電膜２１７とは、熱硬化型の接着剤２１４とその中に分散し
ている導電性粒子２１６とから成る異方性導電性接着剤で貼り合わされ、電気的な接続構
造を形成している。
【０１１５】
以上のようにして製造されるアクティブマトリクス型の液晶表示装置は各種電子機器の表
示部として用いることができる。
【０１１６】
[実施例６]
アクティブマトリクス型液晶表示装置の他の例の構成を図１４の断面図を用いて説明する
。
【０１１７】
アクティブマトリクス基板８００は、ゲート配線８０１と、ソース配線８０２と電気的に
接続した接続配線８０３とが層間絶縁膜８０４上、すなわち、同一の層にあることを特徴
とする。また、アクティブマトリクス基板８００は、ゲート電極８０５及びソース配線８
０２をタングステンで同時に形成し、ゲート配線８０１及び接続配線８０３をアルミニウ
ムで同時に製造されている。さらに、アクティブマトリクス基板８００は、ｐチャネル型
ＴＦＴ５０１、ｎチャネル型ＴＦＴ５０２、ｎチャネル型ＴＦＴ５０３を有する駆動回路
５０６と、画素ＴＦＴ５０４、保持容量５０５とを有する画素部５０７を同一基板上に形
成している。
【０１１８】
駆動回路５０１のｐチャネル型ＴＦＴ５０１にはチャネル形成領域８０６、高濃度ｐ型不
純物領域からなるソース領域８０７、ドレイン領域８０８を有したシングルドレインの構
造が形成されている。第１のｎチャネル型ＴＦＴ５０２は、島状半導体層にチャネル形成
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領域８０９、ＬＤＤ領域８１０、ドレイン領域８１１、ソース領域８１２を有している。
駆動回路５０６の第２のｎチャネル型ＴＦＴ５０３は、島状半導体層にチャネル形成領域
８１３、ゲート電極８１４と一部が重なるＬＤＤ領域８１５を有している。画素ＴＦＴ５
０４には、島状半導体層にチャネル形成領域８１６、ＬＤＤ領域８１７、ソースまたはド
レイン領域８１８が形成されており、このソースまたはドレイン領域８１８が画素電極８
２０と電気的な接続を形成する。また、保持容量５０５は、画素電極８２０と不純物領域
８１９と電気的な接続を形成する。
【０１１９】
本明細書中ではこのような基板を便宜上アクティブマトリクス基板８００と呼ぶ。
【０１２０】
次いで、アクティブマトリクス基板８００上に配向膜８２１を形成し配向処理を行う。な
お、本実施例では配向膜８２１を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパター
ニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ８２２を所望の位置に
形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい
。
【０１２１】
次いで、対向基板８２３を用意する。対向基板８２３上に第１の着色層８２４、第２の着
色層８２５、平坦化膜８２６を形成する。実施例１に従い、第１の着色層８２４として着
色層（Ｂ）、第２の着色層８２５として着色層（Ｒ）を用いる。第１の着色層８２４と第
２の着色層８２５とを一部重ねて、遮光部を形成する。画素電極上方以外の領域には、第
１の着色層８２４と第２の着色層８２５とを一部重ねて、遮光部を形成する。
【０１２２】
次いで、対向電極８２７を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜８２８を形成し、配
向処理を施す。
【０１２３】
そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール
剤８２９で貼り合わせる。その後、両基板の間に液晶材料を注入し、２枚の基板にはさま
れた液晶層８３０を形成する。次いで、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液
晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。
【０１２４】
このようにして、図１４に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
【０１２５】
[実施例７]
本実施例では、逆スタガ型ＴＦＴを有する液晶表示装置について図１５を用いて説明する
。
【０１２６】
基板表面上に画素ＴＦＴのゲート電極９０１が形成され、第１の絶縁層９０２及び第２の
絶縁層９０３を介して半導体層が形成されている。ソース配線９０４は、ゲート電極９０
１と同じ基板表面上に形成されている。ゲート配線９０５と接続配線（接続電極）９０６
は、半導体層上に形成された第４の絶縁層（平坦膜）９０７の上に形成されている。そし
て、ゲート配線９０５及び接続配線（接続電極）９０８は、それぞれコンタクトホールを
介してゲート電極９０１及び半導体層と接続している。また、ソース配線９０４と半導体
層は、ゲート配線９０５と同じ層に形成された接続配線９０６により接続されている。さ
らに、保護膜９０９（第３の絶縁層）が形成されている。
【０１２７】
同一の基板上にｐチャネル型ＴＦＴ６０１とｎチャネル型ＴＦＴ６０２を有する駆動回路
６０５と、画素ＴＦＴ６０３と保持容量６０４を有する画素部６０６が形成されている。
駆動回路６０５のｐチャネル型ＴＦＴ６０１には、チャネル形成領域９１０、ソースまた
はドレイン領域９１１が形成されている。ｎチャネル型ＴＦＴ６０２には、チャネル形成
領域９１２、ＬＤＤ領域９１３、ソースまたはドレイン領域９１４が形成されている。画
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素部６０６の画素ＴＦＴ６０３には、マルチゲート構造であり、チャネル形成領域９１５
、ソースまたはドレイン領域９１６、ＬＤＤ領域９１７、ソースまたはドレイン領域９２
０が形成されている。保持容量６０４は、容量配線９１８と半導体層９１９とその間に形
成される第３の絶縁層９０９及び第４の絶縁層９０７とから形成されている。
【０１２８】
ソースまたはドレイン領域９２０は、画素電極９２１と電気的な接続が形成される。また
、画素電極９２１は、保持容量６０４の半導体層９１９と接続している。
【０１２９】
本明細書中ではこのような基板を便宜上アクティブマトリクス基板９００と呼ぶ。
【０１３０】
次いで、アクティブマトリクス基板９００上に配向膜９２２を形成し配向処理を行う。な
お、本実施例では配向膜９２２を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパター
ニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ９２３を所望の位置に
形成する。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい
。
【０１３１】
次いで、対向基板９２４を用意する。対向基板９２４上に第１の着色層９２５、第２の着
色層９２６、平坦化膜９２７を形成する。実施例１に従い、第１の着色層９２５として着
色層（Ｂ）、第２の着色層９２６として着色層（Ｒ）を用いる。画素電極上方には、第１
の着色層９２５が形成されている。画素電極９２１上方以外の領域には、第１の着色層９
２５と第２の着色層９２６とを一部重ねて、遮光部を形成する。
【０１３２】
次いで、対向電極９２８を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜９２９を形成し、配
向処理を施す。
【０１３３】
そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール
剤９３０で貼り合わせる。その後、両基板の間に液晶材料を注入し、２枚の基板にはさま
れた液晶層９３１を形成する。次いで、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液
晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。
【０１３４】
ＴＦＴを逆スタガ型で形成することの利点の一つは、ｎチャネル型ＴＦＴにおいてゲート
電極とオーバーラップするＬＤＤ領域を裏面露光のプロセスにより自己整合的に形成でき
ることにあり、ゲート絶縁膜と半導体層を連続形成できる特徴と相まってＴＦＴの特性ば
らつきを小さくすることができる。
【０１３５】
[実施例８]
本実施例では、チャネル・エッチ型のボトムゲートＴＦＴ構造を採用した液晶表示装置の
製造方法について図１６を用いて説明する。このＴＦＴは、ソース領域及びドレイン領域
のパターニングと画素電極のパターニングを同じフォトマスクで行うことを特徴としてい
る。
【０１３６】
本実施例で用いるアクティブマトリクス基板１０００の構成は、絶縁表面上に形成された
ゲート配線１００１と、ゲート配線１００１上に形成された絶縁膜１００２と、絶縁膜１
００２上に形成された非晶質半導体膜１００３と、非晶質半導体膜１００３上に形成され
たソース領域１００４及びドレイン領域１００５と、ソース領域１００４またはドレイン
領域１００５上に形成されたソース配線１００６または電極（ドレイン電極）１００７と
、電極１００７上に形成された画素電極１００８とを有し、ドレイン領域１００５または
ソース領域１００４の一つの端面は、非晶質半導体膜１００３の端面及び電極１００７の
端面と概略一致することを特徴としている。７００、７０１は、それぞれ、画素ＴＦＴ部
、容量部を示している。
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【０１３７】
次いで、アクティブマトリクス基板１０００上に配向膜１００９を形成し配向処理を行う
。なお、本実施例では図示していないが、配向膜１００９上に柱状のスペーサや球状のス
ペーサを形成してもよい。
【０１３８】
次いで、対向基板１０１０を用意する。対向基板１０１０上に第１の着色層１０１１、第
２の着色層１０１２、平坦化膜１０１３を形成する。実施例１に従い、第１の着色層１０
１１として着色層（Ｂ）、第２の着色層１０１２として着色層（Ｒ）を用いる。第１の着
色層１０１１と第２の着色層１０１２とを一部重ねて、遮光部を形成する。
【０１３９】
次いで、対向電極１０１４を形成し、対向基板１０１０の全面に配向膜１０１５を形成し
、配向処理を施す。
【０１４０】
そして、画素ＴＦＴ部７００と容量部７０１が形成されたアクティブマトリクス基板１０
００と対向基板１０１０とをシール剤（図示しない）で貼り合わせる。その後、両基板の
間に液晶材料を注入し、２枚の基板にはさまれた液晶層１０１６を形成する。次いで、封
止剤（図示せず）によって封止する。液晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。
【０１４１】
次に、端子部の入力端子１０１７にフレキシブルプリント配線板（Flexible Printed Cir
cuit：ＦＰＣ）を接続する。ＦＰＣはポリイミドなどの有機樹脂フィルム１０１８に銅配
線１０１９が形成されていて、異方性導電性接着剤で入力端子を覆う透明導電膜と接続す
る。異方性導電性接着剤は接着剤１０２０と、その中に混入され金などがメッキされた数
十～数百μｍ径の導電性表面を有する粒子１０２１により構成され、この粒子１０２１が
入力端子１０１７上の透明導電膜と銅配線１０１９とに接触することによりこの部分で電
気的な接触が形成される。さらに、この部分の機械的強度を高めるために樹脂層１０２２
を設ける。このようにして、図１６に示すようなアクティブマトリクス型液晶表示装置が
完成する。
【０１４２】
アクティブマトリクス型液晶表示装置は、ソース配線１００６は画素電極と同じ材料であ
る導電膜１０２３で覆い、基板全体を外部の静電気等から保護する構造とする。また、こ
の導電膜１０２３を用いて画素ＴＦＴ部７００以外の領域に保護回路を形成する構造とし
てもよい。このような構成とすることで、製造工程において製造装置と絶縁体基板との摩
擦による静電気の発生を防止することができる。特に、製造工程で行われる配向処理のラ
ビング時に発生する静電気からＴＦＴ等を保護することができる。
[実施例９]
上記各実施例１乃至８のいずれか一項を実施して形成されたＴＦＴは様々な電気光学装置
（アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型ＥＣディスプレイ
）に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全て
に本明細書の発明を実施できる。
【０１４３】
その様な電子機器としては、パーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、
ヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、ＤＶＤプレーヤー（電子遊技
機器）、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等）、カーナビ
ゲーション、カーステレオ、デジタルカメラなどが挙げられる。それらの一例を図１８及
び図１９に示す。
【０１４４】
図１８（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体２００１、画像入力部２００２、表
示部２００３、キーボード２００４等を含む。本発明は表示部２００３に適用することが
できる。
【０１４５】
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図１８（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０
３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６等を含む。本発明は表
示部２１０２に適用することができる。
【０１４６】
図１８（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１、
カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５等を含む。
本発明は表示部２２０５に適用することができる。
【０１４７】
図１８（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、アーム
部２３０３等を含む。本発明は表示部２３０２に適用することができる。
【０１４８】
図１８（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレー
ヤーであり、本体２４０１、表示部２４０２、スピーカ部２４０３、記録媒体２４０４、
操作スイッチ２４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄｉｇ
ｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲー
ムやインターネットを行うことができる。本発明は表示部２４０２に適用することができ
る。
【０１４９】
図１８（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示部２５０２、接眼部２５０３
、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）等を含む。本発明は表示部２５０２に適
用することができる。
【０１５０】
図１９（Ａ）は携帯電話であり、本体２９０１、音声出力部２９０２、音声入力部２９０
３、表示部２９０４、操作スイッチ２９０５、アンテナ２９０６等を含む。本発明は表示
部２９０４に適用することができる。
【０１５１】
図１９（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３００１、表示部３００２、表示部３
００３、記憶媒体３００４、操作スイッチ３００５、アンテナ３００６等を含む。本発明
は表示部３００２、表示部３００３に適用することができる。
【０１５２】
図１９（Ｃ）はディスプレイであり、本体３１０１、支持台３１０２、表示部３１０３等
を含む。本発明は表示部３１０３に適用することができる。本発明のディスプレイは特に
大画面化した場合において有利であり、対角１０インチ以上（特に３０インチ以上）のデ
ィスプレイには有利である。
【０１５３】
以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが
可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～８のどのような組み合わせからなる
構成を用いても実現することができる。
【０１５４】
【発明の効果】
本発明では２層の着色層からなる積層膜（Ｒ＋Ｂ）で遮光部を形成する。結果として、ブ
ラックマトリクスを形成する工程を省略することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　着色層の配置を示す上面図及び断面図。
【図２】　　着色層の配置を示す上面図及び断面図。
【図３】　　積層した着色層の透過率を示す図。
【図４】　　配線と着色層の重なりを示す図。
【図５】　　ＡＭ（アクティブマトリクス型）－ＬＣＤの製造工程を示す図。
【図６】　　ＡＭ－ＬＣＤの製造工程を示す図。
【図７】　　画素の上面図を示す図。
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【図８】　　ＡＭ－ＬＣＤの製造工程を示す図。
【図９】　　画素の上面図を示す図。
【図１０】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図１１】　着色層の配置を示す図。
【図１２】　ＡＭ－ＬＣＤの外観を示す図。
【図１３】　ＡＭ－ＬＣＤの端子部を示す図。
【図１４】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図１５】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図１６】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図１７】　着色層の単層での透過率を示す図。
【図１８】　電子機器の一例を示す図。
【図１９】　電子機器の一例を示す図。

【図１】 【図２】
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